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摘要(译)

一种用于形成电致发光器件的像素的方法，包括提供衬底;至少限定电容
器的第一区域和基板上的晶体管的第二区域;在第一区域上形成第一导电
层;在第一导电层上形成第一介电层;在第一介电层上形成第二导电层;在
第二导电层上形成第二介电层;在第二介电层上形成第三导电层;在第二介
电层和第三导电层之间形成一层覆盖氮化硅;在第二区域上形成半导体层;
在第二区域上形成栅氧化层;在栅氧化层上形成第四导电层。
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